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Abstract of DE1 9756529 

The module includes an internal circuit (220) that 
receives external data in response to a control 
signal, and transmits data, corresponding to the 
processing result. There are several input/output 
terminal faces (200a,c,e) for input of data, or the 
control signal, or for data transmission while 
several second input/output terminal faces 
(200b,d,f) serve for the same purpose. A 
switching network (210) replaces the connection 
between the first faces and the inner circuit by 
the latter and the second faces, in response to 
external control signal which is received by a 
third input/output face (230). The first and second 
terminal faces are coupled to respective 
input/output terminals in a geometrically specified 
system. 



200a 



200b 



200d 






REGIS- 







T,/7 



200f 

(s? 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE19756529&F=0 



6/21/2005 



<j3) BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 

DEUTSCHLAND ^ JQJ 56 529 A 1 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® 



® Aktenzeichen: 
(2) Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



® Int. CI. 6 : 

H01 L 23/50 

H 01 L 27/04 



197 56 529.8 
18. 12. 97 
12. 11.98 



« 
CM 
W 

CD 

in 
o 



LU 

Q 



(§) Unionsprioritat: 


@ Erfinder: 


9-112431 30.04.97 JP 


Mori, Kaori, Tokio/Tokyo, JP; Inoue, Kazunari, 




Tokio/Tokyo, JP 


@ Anmelder: 




Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP 




@ Vertreter: 




Prufer und Kollegen, 81545 Munchen 





Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Halbleitereinrichtung 

@ Eine integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung (1000) 
halt aufcen angelegte Signale, die durch Eingangs-/Aus- 
gangsanschlufcflachen (200a-200f) an Registern 
(202a-202f) angelegt werden. Die Signale, die von den Re- 
gistern (202a- 202f) ausgegeben werden, werden an einen 
internen Schaltkreis (220) durch ein Schaltnetz (210) an- 
gelegt. Das Schaltnetz (210) wird durch ein Signal (SPIE- 
GEL-EN) gesteuert zum spiegelsymmetrischen Invertie- 
ren der Beziehung der Signale, die an den internen 
Schaltkreis und die Eingangs-/AusgangsanschluBflachen 
angelegt werden. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Halblei- 
tereinrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, und 
insbesondere auf den Aufbau einer Halbleitereinrichtung, 
die fahig ist, eine Hngangs-/AusgangsanschluBstiftsignal- 
zuordnung von auBen gesehen spiegelsymmetrisch zu inver- 
tieren. 

Bei der Herstellung von Halbleitereinrichtungen werden 
bisher Produkte mit AnschluBstiften, die in eine Richtung 
und in die entgegengesetzte Richtung abgewinkelt (gebo- 
gen) sind (spater bezeichnet ais vorwartsgebogene und ruck- 
wartsgebogene Produkte) getrennt hergestellt, um die Not- 
wendigkeit zu elirninieren, eine Blindleitung vorzusehen 
zum In-Ubereinstimrnung-Bringen der Impedanz zwischen 
Chips, wenn sie auf eine Platine gruppiert (gepackt) werden. 

Fig. 9 ist eine Ansicht, die das Konzept zeigt, wie ein vor- 
wartsgebogenes Produkt 100 und ein ruckwartsgebogenes 
Produkt 101 entgegengesetzt zueinander auf den vorder- 
und ruckseitigen Oberflachen einer Platine 10 gruppiert 
sind. 

Auf diese Weise konnen die Langen der Leitungen zu die- 
sen zwei Chips nicht nur gleich gemacht sondern auch ver- 
ringert werden, was zur Verringerung des Rufens (Schwin- 
gens), oder der Packungs-(Gruppierungs-)flache beitragt. 

Fig. 10A und 10B zeigeh eine AnschluBstiftanordnung 
der Gehause solcher vorwartsgebogener Produkte 100 und 
ruckwartsgebogener Produkte 101. 

Die dunklen Eingangs-/AusgangsanschluBstifte, wie sie 
in der rechten Halfte des Gehauses des vorwartsgebogenen 
Produktes 100 arigeordnet sind, sind im ruckwartsgeboge- 
nen Produkt 101 in der linken Halfte angeordnet, in anderen 
Worten spiegelsymmetrisch in Bezug auf die Mittellinie an- 
geordnet. 

Die derart getrennte Herstellung der vorwartsgebogenen 
Produkte und der ruckwartsgebogenen Produkte, wie sie 
oben beschrieben sind, ist mit dem folgenden Problem im 
Hinblick auf die Montage- und Testkosten fur Chips behaf- 
tet. 

Insbesondere, falls ein Gehause ein sogenanntes QFP 
(Quad Hat Package, Flachgehause mit im Quadrat angeord- 
neten AnschluBreihen) ist, werden im Vorgang des Biegens 
der AnschluBstifte eines Gehauses die AnschluBsufte ein- 
fach in verschiedene Richtungen zwischen vorwartsgeboge- 
nen Produkten und ruckwartsgebogenen Produkten gebo- 
gen. 

Das getrennte Herstellen vorwartsgebogener Produkte 
und ruckwartsgebogener Produkte beeinfluBt die Montage- 
kosten nicht stark. 

Jedoch erfordem das vorwartsgebogene Produkt und das 
ruckwartsgebogene Produkt mit verschiedenen Verbin- 
dungsspezifikationen verschiedene Prufplatze in Abhangig- 
keit von der Biegungsrichtung im Testvorgang. Insbeson- 
dere muB eine gestiegene Anzahl von Testplatzen produziert 
werden, was die Testkosten anhebt. 

Falls das verwendete Gehause ein sogenanntes BGA 
(Ball Grid Array = Kugelgitterfeld) Gehause ist, gibt es ge- 
nau gesagt keinen derartigen Vorgang des Biegens der An- 
schluBstifte eines Gehauses aber die Ausdriicke "vorwarts- 
gebogenes Produkt" und "ruckwartsgebogenes Produkt" 
werden noch verwendet wie in dem Fall mit dem QFP zum 
Erleichtem der Beschreibung. 

Fig. 11 zeigt das Konzept, wie ein BGA-Gehause instal- 
liert wird. 

Das BGA-Gehause weist ein Halbleiterelement 801, eine 
Gehauseplatine 802 und Lbtperlenanschlusse 804 auf. Das 
Halbleiterelement 801 ist auf der Gehauseplatine 802 gebil- 
det. Die Lotperlenanschlusse 804 sind unter der Gehause- 



platte 802 vorgesehen. Das Halbleiterelement 801 und die 
Lotperlen 804 sindelektrisch miteinander verbunden. 

Wahrend des Gruppierens (Packens) wird ein Bandtrager 
810 mit einem Band aus einem organischen Material wie 

5 z. B. Polyimid und eine Kupfer-(Cu)Verbindung darauf mit 
den Lotperlen verlotet. 

Die oben beschriebene Struktur des BGA-Gehauses er- 
laubt es, das ruckwartsgebogene Produkt durch Wechseln 
des Spurmusters des Polyimid-Bandes herzustellen. Die 

10 Testkosten zu dieser Zeit hangen deshalb nicht von der 
Richtung des Biegens ab. 

Weiterhin ist das Herstellen eines ruckwartsgebogenen 
Produktes im BGA-Gehause, was die Montagekosten be- 
trifft, gleichzusetzen mit dem Wechseln des Spurmusters, 

15 und deshalb sollte das Polyimid-Band in einer Vielschicht- 
struktur gebildet sein, was die Montagekosten anhebt. 

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Halbleitereinrich- 
tung anzugeben, die fahig ist, die Eingangs-/Ausgangsan- 
schluBstiftzuordnung von auBen gesehen spiegelsymme- 

20 trisch zu invertieren, wahrend die Testkosten und die Mon- 
tagekosten vom Ansteigen abgehalten werden. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Halbleitereinrich- 
tung nach Anspruch 1 . 

Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 

25 chen angegeben. 

ZusammengefaBt. bezieht sich die vorliegende Erfindung 
auf eine Halbleitereinrichtung, die ein Substrat und einen 
Substrathalter aufweist. 

Eine integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung ist im 

30 Substrat vorgesehen. Der Substrathalter halt das Substrat 
und hat eine Mehrzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlus- 
sen, die elektrisch mit der integrierten Halbleiterschaltungs- 
einrichtung verbunden sind, zum Austausch von Eingangs- 
/Ausgangsdaten und Steuersignalen mit auBen. 

35 Die integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung weist ei- 
nen intemen Schaltkreis, eine Mehrzahl von ersten Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflachen, so viele zweiteEingangs- 
/AusgangsanschluBflachen wie erste Eingangs-/Ausgangs- 
anschluBflachen, ein Schaltnetz und eine dritte Eingangs- 

40 /AusgangsanschluBflache auf. 

Der interne Schaltkreis empfangt auBen angelegte Daten, 
fuhrt eine vorgeschriebene Betriebsverarbeitung als Ant- 
wort auf ein Steuersignal aus und gibt Daten aus, entspre- 
chend dem Ergebnis der Betriebsverarbeitung. Jede der er- 

45 sten Eingangs-/AusgangsanschluBflachen fuhrt eine Ein- 
gabe von Daten, die an den intemen Schaltkreis angelegt 
werden sollen, eine Eingabe eines Steuersignals und eine 
Ausgabe von Daten aus dem intemen Schaltkreis aus. Die 
zweiten Eingangs-/AusgangsanschluBflachen sind entspre- 

50 chend zu den ersten Eingangs-/AusgangsanschluBflachen 
vorgesehen und jede fuhrt eine Eingabe von Daten, die an 
den intemen Schaltkreis angelegt werden sollen, eine Ein- 
gabe eines Steuersignals und eine Ausgabe von Daten aus 
dem intemen Schaltkreis aus. Das Schaltnetz antwortet auf 

55 ein auBen angelegtes Schaltsteuersignal und ersetzt die Ver- 
bindung zwischen einer ersten Eingangs-/Ausgangsan- 
schluBflache und dem intemen Schaltkreis mit der Verbin- 
dung zwischen einer entsprechenden zweiten Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache und dem intemen Schaltkreis. Die 

60 dritte Eingangs-/AusgangsanschluBflache empfangt ein 
Schaltsteuersignal. Jeder der Mehrzahl von Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusseri ist elektrisch mit einer von den entspre- 
chenden Eingangs-/AusgangsanschluBflachen, den zweiten 
Eingangs-/AusgangsanschluBflachen und der dritten Ein- 

65 gangs-/AusgangsanschluBflache verbunden. Unter der 
Mehrzahl von Eingangs-AAusgangsanschlussen sind die 
Eingangs-/Ausgangsanschlusse, die den ersten Eingangs- 
/AusgangsanschluBflachen entsprechen, und die Eingangs- 
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/Ausgangsanschliisse, die den zweiten Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflachen entsprechen, symmetrisch in Bezug 
auf eine Mittellinie des Substrathalters angeordnet und ein 
Eingangs-/AusgangsanschluB, der der dritten Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache entspricht, ist nicht auf der Mittel- 5 
bnie angeordnet. 

Vorzugsweise weist die integrierte Halbleiterschaltungs- 
einrichtung ferner eine Mehrzahl von Halteschaltkreisen 
au£ die entsprechend der ersten und zweiten Eingangs- 
/AusgangsanschluBfiache angeordnet sind, zum Halten au- 10 
Ben angelegter Daten und eines Steuersignals in Synchroni- 
sation mit einem auBen angelegten Taktsignal. Die Mehr- 
zahl von Halteschaltkreisen ist zwischen den entsprechen- 
den ersten und zweiten Eingangs-/AusgangsanschluB Aa- 
chen und dem Schaltnetz angeordnet. 15 

Deshalb ist ein Hauptvorteil der vorliegenden Erfindung 
die Fahigkeit, Produkte als vorwarts- und ruckwartsgebo- 
gene Produkte nur als Antwort auf ein auBen angelegtes 
Schaltsteuersignal dienen zu lassen, da die Eingangs-/Aus- 
gangsanschlusse des Substrathalters symmetrisch invertiert 20 
sind. 

Ein anderer Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt 
darin, daB die Betriebsgeschwindigkeit nicht abnimmt, falls 
die Funktionen der AnschluBflachen entsprechend des Vor- 
wartsbiegens und Ruckwartsbiegens invertiert. sind, weil das 25 
. Schaltnetz zwischen dem internen Schaltkreis und den Hal- 
teschaltkreisen vorgesehen ist, welche entsprechend der 
Eingangs-/AusgangsanschluBflachen vorgesehen sind. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der vorliegen- 
den Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung 30 
von Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung an- 
hand der Figuren. Von den Figuren zeigen: 

Fig. 1 ein Blockschaltbiid, das die Konfiguration einer in- 
tegrierten Halbieiterschaltungseinrichtung 1000 gemaB ei- 
ner Ausfuhrungsform der Erfindung zeigt; 35 

Fig. 2A und 2B Darsteliungen, die das Konzept zeigen, 
wie die AnschluBstifte angeordnet sind, wenn die integrierte 
Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 in einem QFP mon- 
tiert ist, und Fig. 2A entspricht einem vorwartsgebogenen 
Produkt und Fig. 2B einem ruckwartsgebogenen Produkt; 40 

Fig. 3 ein Blockschaltbiid, das den Schaltkreis 210 der in- 
tegrierten Halbleiterschaltungseinrichtung in Fig. 1 zeigt; 

Fig. 4 ein Schaltbild, das die Konfiguration eines Regi- 
sters 202A zeigt das in Fig. 1 gezeigt ist; 

Fig. 5 ein Schaltbild, das die Konfiguration eines Multi- 45 
plexers 300 zeigt, der in Fig. 3 gezeigt ist; 

Fig. 6 eine Querschnittsansicht, die zeigt, wie die inte- 
grierte Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 in ein BGA- 
Gehause montiert ist; 

Fig. 7 eine Ansicht, die die AnschluBstiftanordnung eines 50 
vorwartsgebogenen Produktes zeigt, wenn die integrierte 
Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 in ein BGA-Gehause 
montiert ist; 

Fig. 8 eine Ansicht, die die AnschluBstiftanordnung eines 
ruckwartsgebogenen Produktes zeigt wenn die integrierte 55 
Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 in ein BGA-Gehause 
montiert ist; 

Fig. 9 eine Ansicht, die das Konzept zeigt, wie ein vor- 
wartsgebogenes Produkt und ein riickwartsgebogenes Pro- 
dukt auf einer Platine gruppiert sind; 60 

Fig. 10A und 10B sind Ansichten, die die AnschluBstift- 
anordnung eines herkommlichen QFP-Gehauses zeigen, 
Fig. 10A entspricht einem vorwartsgebogenen Produkt und 
Fig. 10B einem ruckwartsgebogenen Produkt; und 

Fig. 11 eine Querschnittsansicht, die eine Montage unter 65 
der Verwendung eines BGA-Gehauses zeigt. 

Fig. 1 ist ein Blockschaltbiid, das schematisch die Konfi- 
guration einer integrierten Halbleiterschaltungseinrichtung 
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1000 zeigt, die auf einem Halbleitersubstrat gebildet ist, das 
in einer Halbleitereinrichtung gemaB einer Ausfuhrungs- 
form der Erfindung installiert ist. 

Die integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 
weist Eingangs-/AusgangsanschluBflachen 200a bis 200f, 
die auBen angelegte Eingangsdaten oder Steuersignale emp- 
fangen, eine Eingangs-AAusgangsanschluBflache 230, die 
ein auBen angelegtes Schaltsteuersignal SPIEGEL-EN emp- 
fangt, Register 202A bis 202f, die entsprechend dem Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflachen 200a bis 200f vorgesehen 
sind, zum Halten von Daten, die an den entsprechenden Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflachen als Reaktion auf Taktsi- 
gnale T und /T angelegt sind, die in der integrierten Halblei- 
terschaltungseinrichtung 1000 basierend auf einem auBen 
angelegten Taktsignal erzeugt werden, ein Schaltnetz 210, 
das Signale von den Registern 200a bis 200f empfangt und 
deren Ausgangsbestimmungsorte schaltet basierend auf 
dem auBen angelegten Schaltsteuersignal SPIEGEL- EN, 
und einen internen Schaltkreis 220, der ein Signal vorn 
Schaltnetz 210 empfangt, eine vorgeschriebene Betriebsver- 
arbeitung ausfuhrt und das Ergebnis nach auBen ausgibt, 
auf. 

Falls das Signal SPIEGEL-EN nicht aktiv ist (z. B. auf ei- 
nem "L"-Pegel), wird ein Signal SA, das von der Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache 200a angelegt ist, als ein Signal 
SAB vom Schaltnetz 210 ausgegeben und an den internen 
Schaltkreis 220 angelegt, und ein auBen an die Eingangs- 
/AusgangsanschluBflachen 200b angelegtes Signal SB wird 
an den internen Schaltkreis 220 als ein Signal SB A vom 
Schaltnetz 210 angelegt. 

Auf ahnliche Weise wird, falls das Signal SPEEGEL-EN 
nicht aktiv ist, ein Signal SC, das an der Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflache 200c angelegt ist, an den internen 
Schaltkreis 220 angelegt als ein Signal SCD vom Schaltnetz 
210, wahrend ein Signal SD, das von der Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflache 200d angelegt ist, an den internen 
Schaltkreis als ein Signal SDC angelegt wird. 

Auf dieselbe Weise wird, falls das Signal SPIEGEL-EN 
nicht aktiv ist, ein Signal SE, das an die Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflache 200e angelegt ist, an den internen 
Schaltkreis 220 als ein Signal SEF vom Schaltnetz 210 an- 
gelegt. 

Hingegen wird, falls das Signal SPIEGEL-EN aktiv ist, 
das Signal SA, das an die Eingangs-/AusgangsanschluBfla- 
che 200a angelegt ist, an den internen Schaltkreis 220 als ein 
Signal SBA vom Schaltnetz 210 angelegt, wahrend das Si- 
gnal SB, das an die Eingangs-/AusgangsanschluBflache 
200b angelegt ist, an den internen Schaltkreis 220 als ein Si- 
gnal SAB angelegt wird. 

Die Signale SC und SD, die an die Eingangs-/Ausgangs- 
anschluBflachen 200c und 200d angelegt sind, und die Si- 
gnale SE und SF, die an die Eingangs-/Ausgangsanschlul3- 
flachen 200e und 200f angelegt sind, werden an den internen 
Schaltkreis 220 angelegt, wobei ihre gegenseitigen Bezie- 
hungen vom Fall, in dem das Signal SPIEGEL-EN nicht ak- 
tiv ist, umgekehrt sind. 

Insbesondere werden in der integrierten Halbleiterschal- 
tungseinrichtung 1000 der Fig. 1 auBen angelegte Daten 
dem internen Schaltkreis 220 in der fur die entsprechenden 
Eingangs-/AusgangsanschluBflachen 200a, 200b, 200c und 
200d, und 200e und 200f umgekehrten Weise, abhangig 
vom Zustand des Signals SPIEGEL- EN gebefert. 

Fig. 2A und 2B sind Ansichten, die Beispiele der An- 
schluBstiftanordnung eines Gehauses zeigen, wenn die inte- 
grierte Halbleiterschaltung 1000, die in Fig. 1 gezeigt ist, in 
ein QFP gepackt wird. Fig. 2A zeigt ein Beispiel einer An- 
schluBstiftanordnung, die einem vorwartsgebogenen Pro- 
dukt 100 entspricht, und Fig. 2B zeigtdn Beispiel einer An- 
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schluBstiftanordnung, die einem ruckwartsgebogenen Pro- 
dukt 101 entspricht. 

In Fig. 2A ist das Signal SPIEGEL-EN, das in Fig. 1 ge- 
zeigt ist, an einen AnschluBstift 1002 angelegt, wahrend in 
Fig. 2B das Signal SPIEGEL-EN an einen AnschluBstift 5 
1004 angelegt ist. 

Daher werden, falls die in Fig. 2 gezeigten vorwarts- und 
ruckwartsgebogenen Produkte 100 und 101 auf einer Platine 
10 gruppiert werden, wie in Fig. 9 gezeigt ist, die AnschluB^ 
stifle 1002 und 1004 einander entgegengesetzt mit der Pla- 10 
tine 10 dazwischen angeordnet. 

Durch Invertieren eines jeden Pegels der Signale, die an 
die AnschluBstifte 1002 und 1004 angelegt sind, kann jede 
grundsatzlich ahnlich montierte Halbleitereinrichtung ent- 
weder als vorwartsgebogenes Produkt 100 oder als ruck- 15 
wartsgebogenes Produkt 101 verwendet werden. 

Fig. 3 ist ein Blockschaltbild, das schematisch einen Teil 
der in Fig. 1 gezeigten Konfiguration zeigt, welche die Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflache 200a und 200b, die Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflache 230, die das Signal SPIE- 20 
GEL-EN empfangt, die Register 202a und 202b, die den 
Eingangs-/AusgangsanschluBflachen 200a und 200b ent- 
sprechen, und Multiplexer 300 und 302 im Schaltnetz 210 
aufweist. 

Die Multiplexer 300 und 302 sind im Schaltnetz 210 ent- 25 
halt en. 

Der Multiplexer 300 empfangt ein Ausgangssignal vom 
Register 202A, das ein auBen angelegtes Signal SA durch 
die Eingangs-/AusgangsanschluBflache 200a empfangt, und 
ein Ausgangssignal vom Register 202B, das das Signal SB, 30 
das durch die Eingangs-AAusgangsanschluBflache 200b an- 
gelegt ist, empfangt, und gibt das Signal SA im aktiven Zu- 
stand des Signals SPIEGEL-EN und das Signal SB im inak- 
tiven Zustand aus. 

Der Multiplexer 302 empfangt ein Ausgangssignal vom 35 
Register 202, das das Signal SA, das durch die Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache 200a angelegt ist, empfangt, und 
ein Ausgangssignal vom Register 202B, das das Signal SB 
empfangt, welches durch die Eingangs-/AusgangsanschluB- 
flache 200b angelegt ist, und gibt das Signal SB im aktiven 40 
Zustand des Signals SPIEGEL-EN und das Signal SA in sei- 
nem inaktiven Zustand aus. 

Deshalb kbnnen, durch Anlegen des Signals, das vom 
Multiplexer 300 als Signal SAB an den internen Schaltkreis 
ausgegeben ist, und des Signals, das vom Multiplexer 302 45 
als Signal SBA an den intemen Schaltkreis 220 ausgegeben 
ist, diese Signale geschaltet werden zum Anlegen an den in- 
temen Schaltkreis 220 in Abhangigkeit vom Zustand des Si- 
gnals SPIEGEL-EN. 

Fig. 4 ist ein Schaltbild, das ein Beispiel der Konfigura- 50 
tion des in Fig. 1 gezeigten Registers 202A zeigt. 
• Die Register 202B bis 202f haben dieselbe Konfiguration 
wie das Register 202A. 

Das Register 202A weist einen n-Kanal-MOS-Transistor 
2022, der zwischen den Knoten PI und P2 verbunden ist, die 55 
das auBen angelegte Signal SA empfangen, und dessen Ga- 
tepotential durch das Signal /T gesteuert ist, Inverter 2024 
und 2026, die in Reihe zwischen den Knoten P2 und P3 ver- 
bunden sind, einen n-Kanal-MOS-Transistor 2028, der zwi- 
schen den Knoten P2 und P3 und parallel zu den Invertern 60 
2024 und 2026 verbunden ist und dessen Gatepotential 
durch das Signal T gesteuert ist, einen n-Kanal-MOS-Tran- 
sistor 2030, der zwischen den Knoten P3 und P4 verbunden. 
ist und dessen Gatepotential durch das Signal T gesteuert ist, 
Inverter 2032 und 2034, die in Reihe zwischen den Knoten 65 
P4 und P5 verbunden sind, und einen n-Kanal-MOS-Transi- 
stor 2036, der zwischen den Knoten P4 und P5 und parallel 
zu den Invertern 2032 und 2034 verbunden ist und dessen 
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Gatepotential durch das Signal /T gesteuert ist, auf. Der 
Knoten P5 ist mit dem Schaltnetz 210 verbunden. 

Das Register 202A, das diese Konfiguration hat, emp- 
fangt das auBere Signal SA wahrend des Zeitraumes, in dem 
das Signal /T aktiv ist (auf einem "L"-Pegel und Signal T ist 
inaktiv) und halt den Pegel des Signals S A an einem Verrie- 
gelschaltkreis (Halte-Schaltkreis), der aus den Invertern 
2024 und 2026 und dem Transistor 2028 gebildet ist, als 
Antwort auf Signal T, wobei die Umkehr des Signals AT ei : 
nen aktiven Zustand annimmt. Dann wird der Signalpegel, 
der wiederum als Antwort auf das Signal fT einen aktiven 
Zustand einnimmt, an einem Verriegelschaltkreis (Halte- 
Schaltkreis) gehalten, der aus den Invertern 2032, 2034 und 
dem Transistor 2036 gebildet ist, und wird an das Schaltnetz 
210 ausgegeben. 

Fig. 5 ist ein Schaltbild, das die Konfiguration des in Fig. 
3 gezeigten Multiplexers 300 zeigt. 

Die Konfiguration des Multiplexers 302 ist grundsatzlich 
dieselbe wie diejenige des Multiplexers 300, wobei ein Un- 
terschied darin besteht, daB die Beziehung der Signale, die 
damit verbunden werden sollen, verschieden ist. 

Der Multiplexer 300 weist einen n-Kanal-MOS-Transi- 
stor 3002, der zwischen einem Knoten Ql, welcher ein Si- 
gnal SA empfangt, das vom Register 202A ausgegeben ist, 
und einem Knoten Q3 verbunden ist, der jedes der verbun- 
denen Signale ausgibt und dessen Gatepotential durch das 
Signal SPIEGEL-EN gesteuert ist, einen Inverter 3004, der 
das Signal SPIEGEL-EN empfangt und die Umkehr dessel- 
ben ausgibt, und einen n-Kanal-MOS-Transistor 3006, der 
zwischen dem Knoten Q2, der das Signal SB, das vom Re- 
gister 202B ausgegeben ist, empfangt, und dem Knoten Q3 
verbunden ist und dessen Gatepotential durch den Ausgang 
des Inverters 3004 gesteuert ist, auf. 

Deshalb wird wahrend des Zeitraumes, in dem das Signal 
SPIEGEL-EN in einem aktiven Zustand ist (auf einem "H"- 
Pegel) das Signal S A, das an dem Knoten Ql angelegt ist, an 
den Knoten Q3 ausgegeben. 

Weiterhin wird wahrend des Zeitraums, in dem das Signal 
SPIEGEL-EN in einem inakuven Zustand ist-, das Signal 
SB, das an Knoten Q2 angelegt ist, vom Knoten Q3 ausge- 
geben. 

Fig. 6 ist eine Ansicht, die zeigt, wie ein Halbleitersub- 
strat 1010, auf dem die in Fig. 1 gezeigte integrierte Halblei- 
terschaltungseinrichtung 1000 instalkert ist, auf einem 
Bandtrager 810 gepackt ist, unter Verwenden eines BGA- 
Gehause-Substrats 1020 wie in dem Fall mit dem eingangs 
beschriebenen Beispiel. 

Das Gehausesubstrat 1020 weist wie ein in Fig. 11 ge- 
zeigtes Beispiel Lotperlen 1040 auf, die mit den Eingangs- 
/AusgangsanschluBflachen 200a bis 200f der Halbleiterein- 
richtung 1000 durch den Bandtrager 810 elektrisch verbun- 
den sind. 

Fig. 7 ist eine Ansicht, die ein Beispiel einer AnschluB- 
stiftzuordnung zeigt, wenn die in Fig. 1 gezeigte integrierte 
Halbleiterschaltungseinrichtung 1000 in das BGA-Gehause, 
wie es in Fig. 11 gezeigt ist, montiert ist, und Fig. 8 ist eine 
Ansicht, die die AnschluBstiftzuordnung zeigt, dessen linke 
und rechte Halfte von dem in Fig. 7 gezeigten BGA-Ge- 
hause umgekehrt ist durch Aktivieren des Signals SPIE- 
GEL-EN. 

In den Fig. 7 und 8 ist die integrierte Halbleiterschal- 
tungseinrichtung 1000 z. B. eine integrierte Halbleiterschal- 
tungseinrichtung zur Bildverarbeitung. 

Es wird auf die Fig. 7 und 8 Bezug genommen, da das Si- 
gnal SPIEGEL-EN in Fig. 6 in einem akuven Zustand ist, 
sind die Eingangs-/AusgangsanschluBstifte, die die Signale 
P-R [0] bis P-R [4] unter auBen angelegten Bildsignalen 
empfangen, zum Beispiel in der rechten Halfte vorhanden, 
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. wahrend die Eingangs-/AusgangsanschluBsufte, die die Si- 
gnale P-R [5] bis PR [9] empfangen, in der linken Halfte 
vorhanden sind. 

In Fig. 8 ist das Signal SPIEGEL-EN aktiviert, die Zuord- 
nung der Signale, die an den internen Schaltkreis und die 5 
AnschluBflachen in der integrierten Halbleiterschaltungs- 
einrichtung 1000 geliefert sind, ist in Bezug auf die Linie 
der Chip-Basisebene umgekehrt, die Eingangs-/Ausgangs- 
anschluBstifte, die die Signale P-R [0] bis P-R [4] empfan- 
gen, sind in der linken Halfte vorhanden und die Eingangs- 10 
/Ausgangsstifte, die die Signale P-R [5] bis P-R [9] empfan- 
gen, sind in der rechten Halfte vorhanden. Wie im vorherge- 
henden kann die AnschluBstiftsignalzuordnung spiegelsym- 
metrisch invertiert sein, einfach durch Steuern des Pegels 
des Signals SPIEGEL- EN von auBen, und deshalb konnen 15 
Einrichtungen schaltbar als vorwarts- und ruckwartsgebo- 
gene Produkte dienen, einfach durch Steuem des Signals. 
SPIEGEL-EN. 

Ferner ist der AnschluBstift zum Schalten des Modus des 
vorwarts-/riickwartsgebogenen Produktes nicht auf der 20 
senkrechten Mittellinie positioniert. Deshalb kann, wenn ein 
BGA-Typ-Gehause verwendet. wird, falls die AnschluBstift- 
anordnung (entsprechend der Anordnung der Pole) nicht 
vollstandig symmetrisch wie ein QFP-iyp ist, ein vorwarts- 
/ruckwartsgebogenes Produkt leicht gebildet werden, weil 25 
der AnschluBstift zum Modusschalten nicht auf der .Mittelli- 
nie positioniert ist. 

Zusatzlich ist ein Schaltnetz 210 zum Modusschalten vor- 
gesehen zwischen einem Register, das ein auBen eingegebe- 
nes Signal empfangt, und dem intemen Schaltkreis 220. 30 
Zum Beispiel gibt es im internen Schaltkreis 220 ein Regi- 
ster, das ein Signal empfangt und halt, das vom Schaltnetz 
210 ausgegeben ist, und ein auBen angelegtes Signal wird 
durch eine sogenannte Pipeline ubertragen. 

Deshalb wird, da das Schaltnetz 210 zwischen dem ersten 35 
Register, das eine derartige auBere Eingabe empfangt, und 
dem zweiten Register vorhanden ist, das im internen Schalt- 
kreis 220 vorhanden ist, ein auBen angelegtes Signal am er- 
sten Register gehalten (verriegelt), und dann wird der Mo- 
dus geschaltet. 40 

Insbesondere andert sich die Einstell-/Haltezeit wahrend 
der Eingabe des Signals in die Einrichtung nicht in Abhan- 
gigkeit vom Modus des Gehauses (dem Modus des vor- 
wartsgebogenen oder ruckwartsgebogenen Gehauses). An- 
demfalls wird sich, falls das erste Register nicht durch wan- 45 
dert wird, in Abhangigkeit von der Lange der Leitung, die 
sich von den AnschluBflachen in den Chip erstreckt, die Ein- 
stell-/Haltezeit andem, und die Spezifikation der Produkte 
kbnnte sich andem abhangig davon, ob die Einrichtung als 
vorwartsgebogenes Produkt oder nickwartsgebogenes Pro- 50 
dukt benutzt wird. 

Patentanspriiche 

1. Halbleitereinrichtung mit einem Substrat (1010), in 55 
dem eine integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung 
(1000) installiert ist, und einem Substrathalter (1020), 
der das Substrat halt und eine Mehrzahl von Eingangs- 
/Ausgangsanschlussen (1040) besitzt, die elektrisch 
mit der integrierten Halbleiterschaltungseinrichtung 60 
(1000) verbunden sind, zum Ubertragen/Empfangen 
von Eingangs-/Ausgangsdaren und eines Steuersignals 
nach auBen und von auBen der Halbleitereinrichtung, 
gekennzeichnet durch 

einen intemen Schaltkreis (220) zum Ausfuhren. einer 65 
vorgeschriebenen Betriebsverarbeitung zum Empfan- 
gen auBen angel eg ter Daten als Antwort. auf ein Steuer- 
signal und zum Ausgeben von Daten entsprechend des 
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Ergebnisses der Betriebsverarbeitung; 
eine Mehrzahl von ersten Eingangs-/Ausgangsan- 
schluBflachen (200a, 200c, 200e), die entweder die 
Eingabe von Daten, die an den intemen Schaltkreis 
(220) angelegt werden sollen, oder die Eingabe. des 
Steuersignals oder die Ausgabe der Daten vom inter- 
nen Schaltkreis (220) ausfuhren; 
eine Mehrzahl von zweiten EingangsVAusgangsan- 
schluBflachen (200b, 200d, 2000, die entsprechend der 
Mehrzahl von ersten Eingangs-/AusgangsanschluBfla- 
chen vorgesehen sind, zum Ausfuhren entweder der 
Eingabe von Daten, die am intemen Schaltkreis (220) 
angelegt werden sollen, oder der Eingabe des Steuersi- 
gnals oder der Ausgabe der Daten vom internen Schalt- 
kreis (220); 

eine Schaltvorrichtung (210) zum Ersetzen der Verbin- 
dung zwischen den ersten Eingangs-/Ausgangsan- 
schluBflachen (200a, 200c, 200e) und dem internen 
Schaltkreis (220) durch die Verbindung zwischen den 
entsprechenden zweiten Eingangs-/Ausgangsanschlu6- 
flachen (200b, 200d, 200f) und dem intemen Schalt- 
kreis (220) als Antwort auf ein auBen angelegtes 
Schaltsteuersignal (SPIEGEL-EN); und 
eine dritte Eingangs-/Ausgangsanschlu6flache (230), 
die das Schaltsteuersignal (SPIEGEL-EN) empfangt 
wobei 

jeder der Mehrzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlus- 
sen (1040) elektrisch mit einer entsprechenden der er- 
sten Eingangs-/AusgangsanschluBflachen (200a, 200c, 
200e), der zweiten Eingangs-/AusgangsanschluB Aa- 
chen (200b, 200d, 200f) und der dritten Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache (230) verbunden ist, und 
unter der Mehrzahl der Eingangs-/Ausgangsanschltisse 
(1040), die Eingangs-/Ausgangsanschlusse (1040), die 
den ersten Eingangs-/AusgangsanschluBflachen (200a, 
200c, 200f) entsprechen, und die Eingangs-/Ausgangs- 
anschliisse (1040), die den zweiten Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflachen (200b, 200d, 200f) entsprechen, 
symmetrisch in Bezug auf eine Mittellinie des Sub- 
strathalters (1020) angeordnet sind, und der Eingangs- 
/AusgangsanschluB (1040), der der dritten Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache (230) entspricht, von der 
Mittellinie abweicht. 

2. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1, bei der die 
integrierte Halbleiterschaltungseinrichtung (1000) eine 
Mehrzahl von Haltevorrichtungen (202A-202f) auf- 
weist, die entsprechend den ersten und zweiten Ein- 
gangs-/AusgangsanschluBflachen (200a-200f) ange- 
ordnet sind, zum Halten auBen angelegter Daten und 
eines Steuersignals in Synchronisation mit einem au- 
Ben angelegten Taktsignal, wobei die Mehrzahl der 
Haltevorrichtungen, (202A-202f) zwischen den ent- 
sprechenden ersten und zweiten Eingangs-/Ausgangs- 
anschluBflachen (200a-200f) und der Schaltvorrich- 
tung (210) angeordnet sind. 

3. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei 
der die Schaltvorrichtung (210) einen ersten Auswahl- 
schaltkreis (300) aufweist, der ein erstes Signal von der 
ersten Haltevorrichtung (202a, 202c, 202e), die ent- 
sprechend der ersten Eingangs-/AusgangsanschluBfla- 
che (200a, 200c, 200e) vorgesehen ist, und ein zweites 
Signal von der zweiten Haltevorrichtung (202b, 202d, 
202f), die entsprechend der zweiten Eingangs-/Aus- 
gangsanschluBflache (200b, 200d, 200f) vorgesehen 
ist, empfangt. und eines des ersten und zweiten Signales 
als Antwort auf den aktiven/inaktiven Zustand des 
Schaltsteuersignales (SPIEGEL-EN) ausgibt, und ei- 
nen zweiten Auswahlschaltkreis (302) aufweist, der 
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das erste und das zweite Signal empfangt und eines des 
zweiten und ersten Signales komplementar zum ersten 
Auswahlschaltkreis (300) als Antwort auf den aktiven/ 
inaktiven Zustand des Schaltsteuersignals (SPIEGEL- 
EN) ausgibt. S 

4. Halbleitereinrichtung nach Anspruch 3, bei der der 
erste Auswahlschaltkreis (300) aufweist: 

einen ersten Eingangsknbten (Ql) zum Empfangen des 
ersten Signals (SA); 

einen zweiten Eingangsknoten (Q2) zum Empfangen 10 
des zweiten Signals (SB); 
einen ersten Ausgangsknoten (Q3); 
einen auf das Schaltsteuersignal (SPEEGEL-EN) rea- 
gierenden ersten Transistor (3002), zum Offnen/Schlie- 
Ben der Verbindung des ersten Eingangsknotens (Ql) 15 
und des ersten Ausgangsknotens (Q3); und 
einen auf die Umkehr des Schaltsteuersignals (SPIE- 
GEL-EN) reagierenden zweiten Transistor (3006) zum 
Offnen/SchlieBen der Verbindung des zweiten Ein- 
gangsknotens (Q2) und des ersten Ausgangsknotens 20 
(Q3);und 

der zweite Auswahlschaltkreis (302) aufweist: 

einen dritten Eingangsknoten zum Empfangen des 

zweiten Signals; 

einen vierten Eingangsknoten zum Empfangen des er- 25 
sten Signals; 

einen zweiten Ausgangsknoten; 
einen auf das Schaltsteuersignal (SPIEGEL-EN) rea- 
gierenden dritten Transistor zum Offnen/SchlieBen der 
Verbindung des dritten Eingangsknotens und des zwei- 30 
ten Ausgangsknotens; und 

einen auf die Umkehr des Schaltsteuersignals (SPIE- 
GEL-EN) reagierenden vierten Transistor zum Offnen/ 
Schliefien der Verbindung des vierten Eingangsknotens 
und des zweiten Ausgangsknotens. 35 

5. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 2 
bis 4, bei der die Haltevorrichtung (202a-202f) auf- 
weist: 

einen ersten Schaltkreis (2022), der auf einen ersten 
Pegel eines auBeren Taktsignals reagiert, zum Ubertra- 40 
gen von Daten von einer entsprechenden Eingangs- 
/AusgangsanschluBflache (200a-200f); 
einen ersten Verriegelschaltkreis (2024, 2026, 2028), 
der auf einen zweiten Pegel des auBeren Taktsignals 
reagiert, zum Halten eines Signals vom ersten Schalt- 45 
kreis (2022); 

einen zweiten Schaltkreis (2030), der auf den zweiten 
Pegel des auBeren Taktsignals reagiert, zum Ubertra- 
gen von Daten vom ersten Verriegelungsschaltkreis 
(2024, 2026, 2028); und 50 
einen zweiten Verriegelungsschaltkreis (2032, 2034, 
2036), der auf den ersten Pegel des auBeren Taktsignals 
reagiert, zum Halten eines Signals vom zweiten Schalt- 
kreis (2030)- und zum Ausgeben des Signals an die ent- 
sprechende Schaltvorrichtung (210). 55 

6. Halbleitereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, wobei der Substrathalter (1020) ein Kugelgitter- 
feld-(BGA, ball grid array)Gehause ist. 
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